
巨大な磁気抵抗効果 ： C60-Co化合物に起因する

スピン分極状態がトンネル伝導に関与の可能性
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図図11 磁気抵抗磁気抵抗(10kOe(10kOe印加印加))の印加電圧の印加電圧
依存性と依存性と4.2K4.2Kでの磁気抵抗曲線の例での磁気抵抗曲線の例

フラーレンフラーレン(C(C6060))--コバルトコバルト(Co)(Co)化合物を含むナノグラニュラー薄膜に化合物を含むナノグラニュラー薄膜に

巨大な磁気抵抗効果を発見巨大な磁気抵抗効果を発見

― フラーレンのスピントロニクス分野への応用を拓く ―

C60-Co化合物を絶縁層とするナノグラニュラー薄膜が、特有な電圧依存性を示す

これまでで最高レベルのトンネル磁気抵抗効果を発現することを発見した。

超高真空中でC60とCoを交互に数分子・原子層づつ繰り返し蒸着

C60-Co化合物(C60Co4)中にCoナノ粒子(3nm径)が分散
したナノグラニュラー状態の薄膜(膜厚90nm)が生成

【磁気抵抗】 - 低電圧領域：電圧に殆ど依存しない。

- 高電圧領域：電圧の増大と共に数倍に増大。
温度が10K以下で50-80%に達した。

銀電極による二端子法で電気伝導性を計測

組成を計算

X線吸収・ラマン分光

で化合物を同定

図図22 試料作成法試料作成法
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